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１．概要（Summary） 

GeSn は低い熱伝導率と高いパワーファクタを示すこと

から、熱電発電材料として注目されている。[1, 2]。今回、

GeSn を発電部に用いた熱電発電デバイスの作製を行う

ための一つの行程であるリソグラフィによるレジストパター

ンの形成について報告する。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高速マスクレス露光装置 

【実験方法】 

リソグラフィは、高速マスクレス露光装置を利用して行っ

た。感光材は共用レジストの ZPN1150 を用いた。レジスト

は、5000 rpm で、30 秒のレシピでスピンコーティングし

た。プリベークは、110℃で 2 分行い、150 mj/cm2 のド

ーズ量で露光した。ポストベークもプリベークと同様に 

110℃で 2 分行った。その後、TMAH 2.38 % の現像

液で 1 分 40 秒の現像を行った。レジストパターンの観

察は光学顕微鏡と走査型電子顕微鏡で行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

レジストパターンの光学顕微鏡画像を下記に示す。 

  
 

 

Fig. 1 の左側は幅 3 µm のワイヤのレジストパターン

であり、右側はワイヤ幅 4 µm のレジストパターンである。 

幅 3 µm のワイヤは、下地膜との密着性が十分ではな

く、現像時に、移動してしまった可能性がある。 

また、幅 2 µm と 5 µm のレジストパターンの断面を

走査型電子顕微鏡で観察した。以下に画像を示す。 

  
 

 

Fig. 2 の左側が幅 5 µm のレジストパターンで、右側

が幅 2 µm のレジストパターンである。幅 5 µm のレジス

トでは、下地膜との接触部分において左右 1 µm ほど細

くなっている。このため、幅 2 µm のレジストでは、下地膜

との接触部分がほとんどなくなってしまい、倒れていると考

えられる。今後は、ZPN1150 をリフトオフプロセスによる

電極形成や幅 4 µm 以上のレジストパターンの形成に使

用していきたいと考えている。 
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Fig. 1 Optical microscope images of GeSn wire. 

幅 4 µm のワイヤ 幅 3 µm のワイヤ 

Fig. 2 SEM images of GeSn wire. 


